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近年、昇華 (PVT) 法によって作製した低転位密度 (< 104 cm-2) AlN 基板上にハイドライド気相

成長 (HVPE) 法を用いて AlN 厚膜を成長後、PVT-AlN 基板を除去することで、深紫外光透過性

を有する高品質 AlN バルク結晶の作製が可能となった[1]。基板品質の一つの指標である転位密度

を見積もることはバルク結晶の品質評価において非常に重要である。しかし、高品質 AlN バルク

結晶では X 線回折ロッキングカーブ (XRC) の半値幅が極めて狭く、XRC から転位密度を見積も

ることは難しい。さらに、透過型電子顕微鏡 (TEM) を用いて観察した場合でも、転位を見つけ

出すことは非常に困難となる。そこで今回、我々はウェットエッチングにより発生するエッチピ

ットを用いて AlN バルク結晶中の転位を評価することを試みた。 
厚さ 190 μm の HVPE-AlN 基板と、比較用の有機金属気相成長 (MOVPE) 法を用いて作製した

AlN (1.5 μm)/sapphire テンプレートの 2 種の試料を用いた。

AlN のウェットエッチングは温度 450°C の KOH/NaOH 混合

融液中で行った。表面観察と転位密度の算出にノマルスキー

微分干渉顕微鏡、走査型電子顕微鏡 (SEM) および XRC を用

いた。また、エッチピット直下の転位の種類を調べるために

ピット部の FIB 断面 TEM 観察を行った。 
MOVPE-AlN/sapphire テンプレートの表面には、六角形の

大、中ピットと形の不明瞭な多数の小ピットの 3 種類のピッ

トが観察され、ピット密度はトータルで 8 × 109 cm-2 であった。

また、それぞれのピット直下には螺旋・混合転位、混合転位、

刃状転位が存在した (図 1(a)) 。一方、HVPE-AlN 基板の表面

には、六角形のピット一種類が観察され、刃状転位に由来す

ることが明らかになった (図 1(b)) 。また、広域観察で算出

したピット密度は104 cm-2以下であった。以上からHVPE-AlN
基板は PVT-AlN 基板の高い結晶性を引き継いでいることが

分かった。 
本研究の一部は科研費基盤研究(B)No.15H03555 の援助を受けた。 
[1] Y. Kumagai et al., Appl. Phys. Express, 5, 055504 (2012). 

Fig. 1 SEM images of surfaces after 
etching: (a) MOVPE-AlN/sapphire 
template and (b) HVPE-AlN sub-
strate. 
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